Ukazka postupu vypa@tu zesilovaciho stupg

Postup vypoétu tranzistorového stugnje pouzit @i vypoctu jednoho stuph nizkofrekveniho

zesilovd&e osazeného tranzistorem GC507. Klidova polohaoprdbo bodu je wena v soustavvcharakteristik
nasledujicimi hodnotami (obrazek 1):

napsti.

R1 _ UO-Ube—Re(Ic+Ib) _ 18-0,18-1,8
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Charakieristiky tranzistoru GC508
Obrazek 1 Obrazek 2
v=25°C We=75V L <10
lc=12,5mA a =80
ls = 150 pA v=75°C
Uge = 180 mV
Rc = 700Q

Tranzistor je zapojen podle obrazku 2 s bé&ggpenou ke zdroji stejnostmého napti pomoci dlice

Pro zvolené nafi na emitorovém odporugRc + Ig) = 0,1*Uy vychazi nagti zdroje:

Rclc+Uce 0,7%¥12,5+7,5
Uo = = =18V
1-0,1 0,9

Odpor v emitorove &tvi je:

— 1'8 —
Re(lc+lg) =18V =>R = Ic+Ib ~ 0,0125+0,00015 140Q.

Odpory c&lice jsou zvoleny z podminky, aby nezatizenyincgm prochazelifpcny proud
I',=5lg =5*0,15 * 10° = 0,75 mA.
Z nagti zdroje a vypoitaného proudu se tirsowet odpoti

(R1+R2)=—1:—*103 24 Q.

Pro zvoleny odpor R2 = &Lk se vypgita odpor R1 ze vzorce pro pénodpok:

=6,2

R2  Ube+Re(Ic+Ib)+ R2Ib _ 0,18+1,8+4 000%0,00015
Odpor R1 vychaziiflis velky a nevyhovuje podmince:
R1=6,2R2 = 6,2 * 4 * 10= piiblizng 25 k.

Procinitel stabilizace byl odvozen vzorec:



Alc Rb+Re
S=—=(1+ag)

- = (07 Is—
AlcO Rb+Re(1+ ae)

Odpor ve ¥tvi baze se ofi vypatitd pomoci Théveninovy poky ve vztahu:

=002 = B0 4 10° = 3,46 K.

T R1+R2  25+4

B

3 460+140
6 =19,5.
3460+140%(1+80)

Cinitel stabilizace S= (1 + 8

U zapojeni s &icem napti nezavisicinitel stabilizace na z&tovacim odporu R Vychazi-li ¢initel
stabilizace Hlis velky, mohou se zlepSit vlastnosti obvodu Zes® néni zatizeni tranzistoru.

Emitorovy odpor je zapojen da@tve, ktera je spot@a vstupnimu i vystupnimu obvodu. Tim vznika na
odporu zaporna Zma vazba. B zvySeni teploty a odpovidajicim &geni kolektorového proudu prochazi
odporem R V¢tSi proud a na odporu seé&tsi naggti. Pri konstantnim nafti zdroje se tento jev projevuje jak
zmenSenim napi Ugg, tak také proudugl Ok znmeny zpetné ovliviuji kolektorovy proud, ktery se zmensi, a
tim se kompenzuje vliv teploty na polohu pracovribdu.

U tranzistorového zesilova by uvedena ztna vazba zfisobila menSi zkresleni. Proto se odsija
kondenzatorem E£pripojenym paraleléd k odporu R.

Zdroj: Kurs radiotechniky — Jaroslav Dv@cek a kolektiv, SNTL 1975 — prvni vydani



